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过热检测电路及半导体装置

(57)摘要

本发明题为过热检测电路及半导体装置。本

发明提供不会因瞬间的电源电压变动等的干扰

噪声而进行意外的误输出而在过热状态下能够

迅速输出过热状态检测信号的过热检测电路。过

热检测电路采用这样的结构，即，具备：感温部；

比较部；以及在既定延迟时间后将过热状态检测

信号向输出部输出的干扰噪声除去部，延迟时间

与温度成比例地缩短。
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1.一种过热检测电路，具备感温部和输入该感温部输出的电压且输出过热状态检测信

号的比较部，其特征在于，

所述过热检测电路具备将所述过热状态检测信号在既定延迟时间后向输出部输出的

干扰噪声除去部，

所述既定延迟时间随着温度升高成比例地缩短。

2.如权利要求1所述的过热检测电路，其特征在于，

所述干扰噪声除去部具备串联连接的电流源；以及

在所述比较部输出过热状态检测信号的情况下，因该比较部输出的过热状态检测信号

而被充电的电容，

所述过热检测电路基于蓄积在所述电容的电荷而输出所述过热状态检测信号，

所述电流源的电流随着温度升高成比例地增多。

3.如权利要求1所述的过热检测电路，其特征在于，

所述干扰噪声除去部具备：

串联连接的电流源；

在所述比较部输出过热状态检测信号的情况下，因该比较部输出的过热状态检测信号

而被充电的电容；以及

输入所述电流源与所述电容的连接点的电压的反相器，

所述过热检测电路基于蓄积在所述电容的电荷而输出所述过热状态检测信号，

所述反相器的阈值电压随着温度升高成比例地降低。

4.一种半导体装置，具有权利要求1至3的任一项所述的过热检测电路。
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过热检测电路及半导体装置

技术领域

[0001] 本发明涉及检测半导体装置的异常温度的过热检测电路。

背景技术

[0002] 图2示出现有的过热检测电路。现有的过热检测电路由基准电压部210、感温部

211、比较部212构成。感温部211具备电流源202和用于感温的PN结元件203，比较部212具备

比较器204。比较器204的输出与过热检测电路的输出端子Vout连接。

[0003] 现有的过热检测电路通过比较器204比较判定在PN结元件203产生的电压和基准

电压部210输出的基准电压Vref，输出过热状态检测信号。

[0004] 在PN结元件203产生的电压，通常示出负的温度特性，因此周围的温度变高，若在

PN结元件203产生的电压小于基准电压Vref，则比较器204向过热检测电路的输出端子Vout

输出过热状态检测信号。

[0005] 现有技术文献

[0006] 专利文献

[0007] 专利文献1：日本特开2009－192507号公报。

发明内容

[0008] 发明要解决的课题

[0009] 然而，上述过热检测电路存在当发生瞬间的电源变动等的干扰噪声时，比较器204

有可能会错误地输出过热状态检测信号这一问题。

[0010] 本发明为解决以上那样的问题而构思，提供避免因干扰噪声造成的误输出的过热

检测电路。

[0011] 用于解决课题的方案

[0012] 为了解决现有的问题，本发明的过热检测电路采用以下结构。

[0013] 过热检测电路采用这种结构，即，具备：感温部；比较部；以及在既定延迟时间后将

过热状态检测信号向输出部输出的干扰噪声除去部，延迟时间与温度成比例地缩短。

[0014] 发明效果

[0015] 依据本发明的过热检测电路，能够提供不会出现瞬间的电源变动等的干扰噪声造

成的意外的误输出，而在过热状态下能够迅速输出过热状态检测信号的过热检测电路。

附图说明

[0016] 图1是本实施方式的过热检测电路的电路图。

[0017] 图2是涉及到现有的过热检测电路的电路图。

[0018] 图3是示出本实施方式的过热检测电路所涉及的电流源的电路图。

[0019] 图4是示出本实施方式的过热检测电路所涉及的电流源的其他例子的电路图。
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具体实施方式

[0020] 图1是本实施方式的过热检测电路的电路图。

[0021] 本实施方式的过热检测电路具备基准电压部210、感温部211、比较部212和干扰噪

声除去部110。感温部211具备电流源202和用于感温的PN结元件203。比较部212具备比较器

204。干扰噪声除去部110具备Nch（N沟道）晶体管101、电流源102、电容103和反相器104。

[0022] 电流源202和PN结元件203在电源端子与接地端子之间串联连接。比较器204的反

相输入端子连接有基准电压部210的输出端子，在同相输入端子连接有电流源202与PN结元

件203的连接点。Nch晶体管101的控制端子连接有比较器204的输出端子，源极连接有接地

端子。电流源102和电容103在电源端子与接地端子之间连接。反相器104的输入端子连接有

电流源102与电容103的连接点，输出端子与过热检测电路的输出端子Vout连接。

[0023] 接着，对本实施方式的过热检测电路的动作进行说明。

[0024] 在PN结元件203产生的电压通常示出负的温度特性。若周围的温度变高、在PN结元

件203产生的电压小于基准电压Vref，则比较器204向Nch晶体管101的控制端子输出过热状

态检测信号（低（Lo）电平）。由于Nch晶体管101截止，所以电容103被电流源102的电流充电。

若在电容103产生的电压变高、达到反相器104的阈值电压，则向过热检测电路的输出端子

Vout输出过热状态检测信号（Lo电平）。

[0025] 在此，考虑例如因瞬间的电源电压变动等的外来噪声而比较器204会错误地输出

过热状态检测信号的情况。此时，因过热状态检测信号而电容103被充电，但是电容103的电

压如果不是超过达到反相器104的阈值电压所需要的时间而继续，就不会向过热检测电路

的输出端子Vout输出过热状态检测信号。即，作为能够除去干扰噪声的影响的时间提供对

电容103进行充电所需要的时间，从而能够提供避免干扰噪声造成的误输出的过热检测电

路。

[0026] 另一方面，在过热状态下，需要迅速输出表示过热状态的信号。因此，本实施方式

的过热检测电路可以与温度成比例地缩短能够除去外来噪声的影响的时间。

[0027] 具体而言，使得电流源102的电流与温度成比例地增多。由此，温度越高就更高速

地充电电容103，因此在过热状态下能够迅速输出过热状态检测信号。

[0028] 图3是基于电阻值与温度成比例地变小的电阻，输出电流与温度成比例地增多的

电流源102的电路图。

[0029] 图3（A）中，串联连接Pch（P沟道）晶体管303和电阻301，用放大器302放大其连接点

的电压与基准电压Vref2的差量，向Pch晶体管303的栅极输入其输出。Pch晶体管304与Pch

晶体管303电流反射镜连接，流过Pch晶体管304的电流成为电流源102的输出电流。

[0030] 在此，Pch晶体管303流过与电阻301的电阻值成反比例的电流。因此，与Pch晶体管

303处于电流反射镜的关系的Pch晶体管304的流过电流、即电流源102的电流与温度成比例

地增多。

[0031] 相对于图3（A），图3（B）在Pch晶体管303与电阻301之间设置Nch晶体管305，用放大

器302放大Nch晶体管305与电阻301的连接点的电压和基准电压Vref2的差量，并将其输出

向Nch晶体管305的栅极输入。Pch晶体管303的栅极与漏极连接。

[0032] 在此，Pch晶体管303流过与电阻301的电阻值反比例的电流。因此，与Pch晶体管

303处于电流反射镜的关系的Pch晶体管304的流过电流、即电流源102的电流与温度成比例
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地增多。

[0033] 此外，图3是基于电阻值与温度成比例地变小的电阻，电流源102的电流与温度成

比例增多这样的一个例子，但无需局限于该方式。

[0034] 图4是基于热电压，输出电流与温度成比例地增多的电流源102的电路图。

[0035] Pch晶体管402和PN结元件407在电源端子与接地端子之间串联连接。Pch晶体管

403、电阻405、PN结元件408在电源端子与接地端子之间串联连接。放大器401对Pch晶体管

402与PN结元件407的接点的电压VA和Pch晶体管403与电阻405的接点的电压VB的差量进行

放大，并将其输出电压向Pch晶体管402、403、404的栅极输入。

[0036] 在Pch晶体管402及Pch晶体管403中流过与热电压成比例的电流。热电压与温度成

比例，因此Pch晶体管402、Pch晶体管403的电流显示正的温度特性。通过使与Pch晶体管

402、Pch晶体管403处于电流反射镜的关系的Pch晶体管404用作为电流源102，从而电流源

102的电流能够显示正的温度特性。

[0037] 此外，图4是基于热电压，电流源102的电流能够显示正的温度特性的一个例子，但

无需局限于该方式。

[0038] 如以上说明的那样，依据本实施方式的过热检测电路，能够提供避免因干扰噪声

造成的误输出的过热检测电路，而且能够提供对于迅速输出过热状态检测信号的功能不会

造成不良的过热检测电路。

[0039] 在以上的说明中，说明了本实施方式的过热检测电路中，电流源102的电流与温度

成比例地增多，但是也可以使反相器104的阈值电压与温度成比例地降低。例如，扩大形成

反相器104的Nch晶体管的纵横比（aspect  ratio），并提高驱动力，从而使反相器104的阈值

电压大体取决于Nch晶体管的阈值电压即可。即，Nch晶体管的阈值电压通常与温度成比例

地降低，因此能够构成为使反相器104的阈值电压与温度成比例地降低。以上说明的电路为

一个例子，无需局限于该方式。

[0040] 标号说明

[0041] 210　    基准电压部

[0042] 211    　感温部

[0043] 212    　比较部

[0044] 110　    干扰噪声除去部

[0045] 202、102　电流源

[0046] 204    　比较器

[0047] 302、401　放大器。
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图 1

图 2
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图 3
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图 4
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